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[はじめに] 

MOVPE法により(211)Si基板上に成長した(211)CdTe厚膜層を用いた放射線検出器の開発を行っている。

ここでは CdTe成長層のエッチピットを観測し、CdTe成長層と Si基板の結晶方位の関係について検討を

行ったので報告する。 

 

[実験方法] 

(211)CdTe層は p-like CdTe(10𝛍𝐦)/n-CdTe層(𝟓𝛍𝐦)/𝐧+-Si構造である。p-like CdTe層は 560℃で成長した。

p-like CdTe 層の成長後、ノマルスキー顕微鏡を用いて成長表面のモフォロジー(エッチピット)を観察した。

また、成長層は X線回折により評価した。 

 

[実験結果] 

p-like CdTe 層の X線回折スペクトルを図 1に示す。この図から𝟕𝟐°付近に(422)CdTe面からの反射スペ

クトルのみが観測されることから、CdTe成長層は<211>方位の単結晶であることが分かる。  

成長面の表面モフォロジーを図 2に示す。この図から成長層表面には二等辺三角形状のピットが観察で

きる。これらのピットは同一方向に配列しており、成長層には双晶の発生は観察されない。また、この二

等辺三角形の底辺は(211)CdTe成長層の<110>方向である。また、この底辺は Si基板の<110>方向とも平行

であることから、CdTe層の<110>方向と Si基板の<110>方向が一致していることが分かる。 
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図 1 X線回析の結果 図 2 表面モフォロジー(1000倍) 

 

20 30 40 50 60 70 80
0

1

2

3

4[10
5
]

2θ[°]

in
te

n
si

ty
[c

p
s]

(422) 

第63回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2016 東京工業大学 大岡山キャンパス)22p-H116-3 

© 2016年 応用物理学会 12-351


